
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 板と、
　
　前記基 搭載され、入力端子および出力端子を有する第１および第２のトランジスタ
を有して成る四辺形状の半導体チップと、
　前 １の電極と前記第１のトランジスタの前記入力端子とを電気的に接続する第１の
接続導体と、
　前 ２の電極と前記第２のトランジスタの前記出力端子とを電気的に接続する第２の
接続導体とを具備して成り、
　

　前記第１の接続導体は第１の方向に延在し、前記第２の接続導体は前記第１の方向とは
異なる第２の方向に延在し、
　前記第１の方向と前記第２の方向との成す角は、前記基板の前記１つの面を平面図とし
て見た場合に７２～１８０度の範囲内であり、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子に入力された信号を電圧増幅し、前記第２のト
ランジスタの前記出力端子から、電圧増幅された前記信号を出力することを特徴とする高
周波電力増幅器モジュール。
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前記半導体チップは、前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第１の電極とが対
向し、前記第２のトランジスタの前記出力端子と前記第２の電極とが対向するように配置
され、



【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１のトランジスタの前記出力端子と前記第２のトランジスタの前記入力端子とは
整合回路を介して互いに接続されていることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、ゲート、ソース、およびドレインを有す
る電界効果トランジスタを含んで成り、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子は、前記第１のトランジスタの前記電界効果ト
ランジスタの前記ゲートであり、
　前記第２のトランジスタの前記出力端子は、前記第２のトランジスタの前記電界効果ト
ランジスタの前記ドレインであることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、バイポーラトランジスタであることを特
徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第２のトランジスタの前記出力端子との
ボンディング部間の距離は０．３ｍｍ以上であり、前記第１および第２のトランジスタの
安定係数は１以上であることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項６】
　 板と、
　
　前記基 搭載され、入力端子および出力端子を有する第１および第２のトランジスタ
を有して成る四辺形状の半導体チップと、
　前 １の電極と前記第１のトランジスタの前記入力端子とを電気的に接続する第１の
接続導体と、
　前 ２の電極と前記第２のトランジスタの前記出力端子とを電気的に接続する第２の
接続導体とを具備して成り、
　

　 で定義される第１の
方向と、 で定義される
第２の方向との成す角は、７２～１８０度の範囲内であり、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子に入力された信号を電圧増幅し、前記第２のト
ランジスタの前記出力端子から、電圧増幅された前記信号を出力することを特徴とする高
周波電力増幅器モジュール。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第１のトランジスタの前記出力端子と前記第２のトランジスタの前記入力端子とは
整合回路を介して互いに接続されていることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項８】
　請求項６において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、ゲート、ソース、およびドレインを有す
る電界効果トランジスタを含んで成り、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子は、前記第１のトランジスタの前記電界効果ト
ランジスタの前記ゲートであり、
　前記第２のトランジスタの前記出力端子は、前記第２のトランジスタの前記電界効果ト
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前記基板の１つの面に配置される第１および第２の電極と、
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前記半導体チップは、前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第１の電極とが対
向し、前記第２のトランジスタの前記出力端子と前記第２の電極とが対向するように配置
され、

前記第１の接続導体の両端のボンディング部間を結ぶ第１の補助線
前記第２の接続導体の両端のボンディング部間を結ぶ第２の補助線



ランジスタの前記ドレインであることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項９】
　請求項６において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、バイポーラトランジスタであることを特
徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１０】
　請求項６において、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第２のトランジスタの前記出力端子との
ボンディング部間の距離は０．３ｍｍ以上であり、前記第１および第２のトランジスタの
安定係数は１以上であることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１１】
　 板と、
　
　前記基 搭載され、入力端子および出力端子を有する第１および第２のトランジスタ
を有して成る四辺形状の半導体チップと、
　前 １の電極と前記第１のトランジスタの前記入力端子とを電気的に接続する第１の
接続導体と、
　前 ２の電極と前記第２のトランジスタの前記出力端子とを電気的に接続する第２の
接続導体とを具備して成り、
　

　前記第１の接続導体は第１の方向に延在し、前記第２の接続導体は前記第１の方向とは
異なる第２の方向に延在し、
　前記第１の方向と前記第２の方向との成す角が、前記基板の前記１つの面を平面図とし
て見た場合に７２～１８０度の範囲内であることにより、前記第２のトランジスタの前記
出力端子から出力される信号から前記第１のトランジスタの前記入力端子に入力される信
号へ正帰還が働くことを防止
　

ことを特徴とする高
周波電力増幅器モジュール。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記第１のトランジスタの前記出力端子と前記第２のトランジスタの前記入力端子とは
整合回路を介して互いに接続されていることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１３】
　請求項１１において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、ゲート、ソース、およびドレインを有す
る電界効果トランジスタを含んで成り、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子は、前記第１のトランジスタの前記電界効果ト
ランジスタの前記ゲートであり、
　前記第２のトランジスタの前記出力端子は、前記第２のトランジスタの前記電界効果ト
ランジスタの前記ドレインであることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１４】
　請求項１１において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、バイポーラトランジスタであることを特
徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１５】
　請求項１１において、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第２のトランジスタの前記出力端子との
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前記基板の１つの面に配置される第１および第２の電極と、
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前記半導体チップは、前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第１の電極とが対
向し、前記第２のトランジスタの前記出力端子と前記第２の電極とが対向するように配置
され、

し、
前記第１のトランジスタの前記入力端子に入力された信号を電圧増幅し、前記第２のト

ランジスタの前記出力端子から、電圧増幅された前記信号を出力する



ボンディング部間の距離は０．３ｍｍ以上であり、前記第１および第２のトランジスタの
安定係数は１以上であることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１６】
　請求項１において、
　前記第１の方向と前記第２の方向との成す角は、前記基板の前記１つの面を平面図とし
て見た場合に略９０度であることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記第１のトランジスタの前記出力端子と前記第２のトランジスタの前記入力端子とは
整合回路を介して互いに接続されていることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１８】
　請求項１６において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、ゲート、ソース、およびドレインを有す
る電界効果トランジスタを含んで成り、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子は、前記第１のトランジスタの前記電界効果ト
ランジスタの前記ゲートであり、
　前記第２のトランジスタの前記出力端子は、前記第２のトランジスタの前記電界効果ト
ランジスタの前記ドレインであることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項１９】
　請求項１６において、
　前記第１および第２のトランジスタの各々は、バイポーラトランジスタであることを特
徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項２０】
　請求項１６において、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第２のトランジスタの前記出力端子との
ボンディング部間の距離は０．３ｍｍ以上であり、前記第１および第２のトランジスタの
安定係数は１以上であることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項２１】
　 板と、
　
　前記基 搭載され、入力端子および出力端子を有する第１および第２のトランジスタ
を有して成る四辺形状の半導体チップと、
　前 １の電極と前記第１のトランジスタの前記入力端子とを電気的に接続する第１の
接続導体と、
　前 ２の電極と前記第２のトランジスタの前記出力端子とを電気的に接続する第２の
接続導体とを具備して成り、
　

　前記第２のトランジスタは電界効果トランジスタであり、
　前記第２のトランジスタの前記出力端子は

ドレイン端子であり、
　前記第１の接続導体は第１の方向に延在し、前記第２の接続導体は前記第１の方向とは
異なる第２の方向に延在し、
　前記第１の方向と前記第２の方向との成す角は、前記基板の前記１つの面を平面図とし
て見た場合に７２～１８０度の範囲内であることを特徴とする高周波電力増幅器モジュー
ル。
【請求項２２】
　請求項２１において、
　前記第１のトランジスタの前記出力端子と前記第２のトランジスタの前記入力端子とは
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前記半導体チップは、前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第１の電極とが対
向し、前記第２のトランジスタの前記出力端子と前記第２の電極とが対向するように配置
され、

、前記第１のトランジスタの前記入力端子に
入力された信号を出力する前記第２のトランジスタの



整合回路を介して互いに接続されていることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【請求項２３】
　請求項２１において、
　前記第１のトランジスタの前記入力端子と前記第２のトランジスタの前記出力端子との
ボンディング部間の距離は０．３ｍｍであり、前記第１および第２のトランジスタの安定
係数は１以上であることを特徴とする高周波電力増幅器モジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はＵＨＦからマイクロ波帯の信号の増幅を行う高周波電力増幅器モジュールに係り
、特に小型化の必要な携帯電話機に用いられる高周波電力増幅器モジュールに関する。
【０００２】
【従来の技術】
トランジスタを用いた高周波電力増幅器モジュールはＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）方式、ＧＳＭ（Ｇｒｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）方式等の移動体通信の携帯電話機のキーデ
バイスであり、その需要は近年急激に伸びている。また、その仕様としては、移動体通信
システムに対する高周波特性の他、小型、低価格であることが要求されている。
【０００３】
この要求に応える一つの方法が特許公報第２７５５２５０号に記載されている。図１１の
平面図，図１２の斜視図に示すように，１つの半導体チップ１上に２個のトランジスタ２
，３を近接して配置することにより、小型、低価格化している。また、初段トランジスタ
２のボンディング用入力電極２ｂと配線基板のボンディング用電極７ｄは入力ボンディン
グワイヤ９ｄで接続されている。２段目トランジスタ３のボンディング用出力電極３ｃと
配線基板６のボンディング用電極７ａは出力ボンディングワイヤ９ａで接続されている。
半導体チップ１上のボンディング用電極１０ａと配線基板６のボンディング用電極１２ａ
はシールド用ボンディングワイヤ１３ａで接続されている。シールド用ボンディングワイ
ヤ１３ａは入力ボンディングワイヤ９ｄと出力ボンディングワイヤ９ａとの間に設けられ
ており、かつその両端のボンディング用電極１０ａと１２ａは各々半導体チップ１および
配線基板に形成されたバイアホール（Ｖｉａ　Ｈｏｌｅ（図示せず））を通して高周波的
に接地されている。このシールド用ボンディングワイヤ１３ａを設けることにより、入力
ボンディングワイヤ９ｄと出力ボンディングワイヤ９ａとの間の相互インダクタンスによ
る結合が低減して高周波入出力端子間のアイソレーション劣化を改善することができ、高
周波特性が向上する。
【０００４】
入力ボンディングワイヤ９ｄと出力ボンディングワイヤ９ａとの間の相互インダクタンス
による結合の問題は、初段トランジスタ２と２段目トランジスタ３とが、入出力の位置を
逆にして並置されているため、両者が近接する結果生じる。この問題は特に、初段トラン
ジスタ２の入力ボンディングワイヤ９ｄと、２段目トランジスタ３の出力ボンディングワ
イヤ９ａの間で顕著である。これは初段トランジスタ２に入力される高周波信号電力に比
べ、２段目トランジスタ３から出力される高周波信号電力の方が２０ｄＢ～３０ｄＢ（１
００～１０００倍）大きく，出力から入力への正帰還が働くことによる。一方，初段トラ
ンジスタ２の出力ボンディングワイヤ９ｃと２段目トランジスタ３の入力ボンディングワ
イヤ９ｂも近接しているが，両者に流れる高周波信号電力の比は０ｄＢ（１倍）以下と小
さく，　高周波特性劣化の問題は生じない。
【０００５】
なお、図１１，１２において，２ａ，３ａはトランジスタの本体部分，２ｄ，３ｄはトラ
ンジスタのソース電極，２ｃは初段トランジスタ２のボンディング用出力電極，３ｂは２
段目トランジスタ３のボンディング用入力電極，４は接地電極，　７　ｂ　，７　ｃ　は
配線基板６のボンディング用電極，８ａ～８ｄはリード電極，１０４はキャビティである
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。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術のシールド用ボンディングワイヤ１３ａの効果を図５により説明する。図５
は、増幅器の入出力ボンディングワイヤ間の結合係数（相互インダクタンス（単位：　ｎ
Ｈ））を、長さ１ｍｍ（実物に近い長さ）の平行した２本の入出力ボンディングワイヤの
ボンディング部の間隔ｄに対し、算出したものである。ここで、結合係数０．１２の個所
を示す破線は、結合係数が０．１２以下のとき増幅器が安定に動作することを示す。この
０．１２という値は、結合係数と増幅器の安定係数の関係を示す図６から求めた。安定係
数が１以上で増幅器は安定に動作する。ここで、ボンディング部の間隔ｄは、最も近接し
た２つのボンディングワイヤのボンディング部の中心間の距離で定義される。
【０００７】
図５に示されるように、シールド用ボンディングワイヤを設けるという対策を施している
上記従来技術の場合は、そうでない場合（図中、「対策なし」と表示）に比べて、結合係
数が小さくなっており、高周波数特性が向上している。また、結合係数が０．１２以下の
ボンディング部の間隔ｄの範囲が広がり、設計の自由度が増している。さらには、ボンデ
ィング部の間隔ｄを０．５５　ｍｍまで小さくすることが可能となるため、チップ面積を
小さくでき、モジュールの小型化、コストの低減が可能となる。
【０００８】
しかし、現実には、シールド用ボンディングワイヤ１３ａの両端にバイアホールによるイ
ンダクタンスが直列に加わるため，上記従来技術では充分な高周波特性の向上が得られな
い。
【０００９】
本発明の目的は，　より高周波特性を向上させることができる高周波電力増幅器モジュー
ルを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、　誘電体材料を基体とする配線基板上に半導体チップが設置された高周波電
力増幅器モジュールにおいて、半導体チップに、２段以上の増幅段トランジスタ、これら
の増幅段トランジスタへ高周波電力を入力するためのボンディング用入力電極、およびこ
れらの増幅段トランジスタから高周波電力を出力するためのボンディング用出力電極を設
け、ある一つの増幅段トランジスタに対応するボンディング用入力電極と配線基板を接続
する入力ボンディングワイヤの両端のボンディング部同士を結ぶ第１の補助線と、この一
つの増幅段トランジスタの次段に位置する増幅段トランジスタに対応するボンディング用
出力電極と配線基板を接続する出力ボンディングワイヤの両端のボンディング部（その中
心部）同士を結ぶ第２の補助線のなす角度が、７２～１８０゜の範囲に入るように、かつ
ボンディング用入力電極とボンディング用出力電極のボンディング部の間隔が０．３ｍｍ
以上０．８ｍｍ未満の範囲に入るように高周波電力増幅器モジュールを設計することによ
り達成できる。
【００１１】
ここで、０．３ｍｍ以上０．８ｍｍ未満というボンディング部間隔の条件にかかわらず、
上記２つの増幅段トランジスタの安定係数が１以上となるように高周波電力増幅器モジュ
ールを設計すれば上記目的を達成できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図５に示されるように、本発明の場合は上記従来技術の場合より更に結合係数が小さくな
っており、高周波数特性が向上している。また、結合係数が０．１２以下（安定係数が１
以上）のボンディング部の間隔ｄの範囲も更に広がり、設計の自由度が増している。さら
には、ボンディング部の間隔ｄを０．３　ｍｍまで小さくすることが可能となるため、チ
ップ面積を更に小さくでき、更なるモジュールの小型化、コストの低減が可能となる。
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【００１３】
また、図５は入出力ボンディングワイヤ間のなす角度φが９０゜の場合であるが、図７に
示されるように、この角度φは７２～１８０゜の範囲にあれば良い。また、角度φが１４
０゜のとき結合係数が最小になっており、極小点が存在することが分かる。
【００１４】
本発明の高周波電力増幅器モジュールの具体的設計に当たっては、以上のことを踏まえて
、ボンディング部間隔ｄと角度φを選ぶことになる。
【００１５】
さらには、以上の説明から明らかなように、本発明は角度φを従来のように０゜にしない
ことがその根底にある。したがって、角度φが７２～１８０゜の範囲にあり、入出力ボン
ディングワイヤに対応する２つの増幅段トランジスタの安定係数が１以上となるように高
周波電力増幅器モジュールを設計しても良い。
【００１６】
実施例１
本発明の実施例１の２段電力増幅器モジュールを図１～図４により説明する。図１は要部
平面図，図２は等価回路図  ，図３は外観構成を示す平面図，図４は要部斜視図である。
【００１７】
図１に示されるように，初段と２段目のＭＯＳＦＥＴで構成されたトランジスタ１０２，
１０３を一つのシリコンチップ１０１上に近接して形成する。初段トランジスタ１０２の
ゲート電極１０２ａからドレイン電極１０２ｂへの高周波信号の流れの向きと、２段目ト
ランジスタ１０３のゲート電極１０３ａからドレイン電極１０３ｂへの高周波信号の流の
向きが反対となるようにこれらのトランジスタは配置する。
【００１８】
高周波入力端子であるゲート電極１０２ａは，１本の入力ボンディングワイヤ１０５によ
り、配線基板１１３上の入力整合回路１２５の端部１２１に接続されている。高周波出力
端子であるドレイン電極１０３ｂは，４本の出力ボンディングワイヤ１０８により、配線
基板１１３上の出力整合回路１２７の端部１２４に接続されている。ゲート電極１０２ａ
はシリコンチップ１０１の左側の一辺に沿って配置し，ドレイン電極１０３ｂはシリコン
チップ１０１の上側の一辺に沿って配置する。入力ボンディングワイヤ１０５と出力ボン
ディングワイヤ１０８のなす角度は約９０゜にする。ボンディングワイヤ１０６，１０７
は、ドレイン電極１０２ｂ，ゲート電極１０３ａを、配線基板１１３上の段間整合回路１
２６の両端部１２２および１２３に各々接続されている。初段トランジスタ１０２のゲー
ト電極１０２ａ（ボンディング用入力電極）と２段目トランジスタ１０３のドレイン電極
１０３ｂ（ボンディング用出力電極）のボンディング部の間隔ｄは約０．６ｍｍにする。
【００１９】
シリコンチップ１０１は，配線基板１１３に形成されたキャビティ１０４の中に搭載する
。シリコンチップ１０１の裏面には，初段トランジスタ１０２のソース電極および２段目
トランジスタ１０３のソース電極として金属膜を被着し，キャビティ１０４内の配線を介
して接地電位に接続する。配線基板１１３の材料としては、ガラスセラミックスやアルミ
ナなどの誘電体基板を用いる。また、その配線には銅や銀，銀白金などを用いる。
【００２０】
図２および図３において，記号Ｐｉｎ，Ｐｏｕｔ，Ｖｇｇ，Ｖｄｄはそれぞれ高周波信号
入力端子，高周波信号出力端子，ゲート電圧印加端子，ドレイン電圧印加端子であり，こ
れらは電力増幅器モジュールの外部接続端子である。図３において、入力整合回路１２５
、段間整合回路１２６および出力整合回路１２７の領域の境界を補助線で示す。また、図
４にキャビティ１０４近辺の立体的様子を示す。
【００２１】
本実施例において，入力ボンディングワイヤ１０５と出力ボンディングワイヤ１０８のな
す角度を約９０゜としたが，この角度は７２゜～１８０゜の範囲で選ぶことができる。
【００２２】
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実施例２
本発明の実施例２の３段電力増幅器モジュールを図８の要部平面図により説明する。初段
，２段目，出力段のＭＯＳＦＥＴで構成されたトランジスタ１０２，１０３，１１４を一
つのシリコンチップ１０１上に近接して形成する。初段トランジスタ１０２のゲート電極
１０２ａからドレイン電極１０２ｂへの高周波信号の流れの向きと，２段目トランジスタ
１０３のゲート電極１０３ａからドレイン電極１０３ｂへの高周波信号の流れの向きが反
対となるようにこれらのトランジスタは配置する。また，出力段トランジスタ１１４を、
そのゲート電極１１４ａからドレイン電極１１４ｂへの高周波信号の流れの向きが２段目
トランジスタ１０３とは反対の向きとなるように配置する。
【００２３】
実施例１との違いは，初段トランジスタ１０２の入力ボンディングワイヤ１０５と２段目
トランジスタ１０３の出力ボンディングワイヤ１０８とのなす角度を約１４０゜とした点
、および出力段トランジスタ１１４を同一チップ上に設け、このトランジスタの出力ボン
ディングワイヤ１１０と２段目トランジスタ１０３の入力ボンディングワイヤ１０７との
なす角度を約９０゜、２段目トランジスタ１０３のゲート電極１０３ａ（ボンディング用
入力電極）と出力段トランジスタ１１４のドレイン電極１１４ｂ（ボンディング用出力電
極）のボンディング部の間隔ｄを約０．７ｍｍとし、ここにも本発明を適用した点にある
。
【００２４】
本実施例によれば，図７に示すように、初段と２段目の入出力ボンディングワイヤ間の結
合係数を最小にでき，アイソレーションをさらに改善できる。また，本発明を適用したの
で、２段目と出力段の入出力ボンディングワイヤ間も十分なアイソレーションを確保でき
る。したがって、半導体チップ面積の縮小の為に同一チップ上に３段のトランジスタを形
成した本実施例場合でも、これらトランジスタ間の距離が短くなるにもかかわらず、高周
波特性を改善できる。
【００２５】
実施例３
本発明の実施例３の３段電力増幅器モジュールを図９の要部平面図により説明する。実施
例２との違いは，２段目トランジスタ１０３と出力段トランジスタ１１４との間に、従来
技術であるシールド技術を応用して、シールド用ボンディングワイヤ２０１とシールド配
線２０４を設け，これらの両端を配線基板上の電極２０２およびバイアホール２０３を介
して接地電位に接続した点にある。
【００２６】
本実施例では，初段と２段目の間に従来技術であるシールド技術を適用したが、これらの
トランジスタ領域は元々面積が広く、高周波特性を改善できる。
【００２７】
実施例４
本発明の実施例４の２段電力増幅器モジュールを図１０の要部平面図により説明する。
【００２８】
実施例１との違いは，初段トランジスタ１０２自体の方向を９０゜回転した点にある。
【００２９】
本実施例は，初段と２段目との入出力ボンディングワイヤのボンディング部の位置をチッ
プの辺の中央部に移動できるので、ボンディング部間隔をさらに広げることが可能となり
（実施例１で０．６ｍｍだったものが０．７５ｍｍになる。）、入出力間のアイソレーシ
ョンをさらに改善できる。
【００３０】
以上，本発明を実施例を基に説明したが，本発明は上記実施例に限定されるものではなく
，トランジスタの電極数，ボンディングワイヤの本数等はその主旨を逸脱しない範囲にお
いて種々変更可能である。また、トランジスタはＭＯＳＦＥＴに限らず他の電界効果トラ
ンジスタ、ヘテロ接合バイポーラトランジスタ（ＨＢＴ）等のトランジスタを用いても良
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い。
【００３１】
【発明の効果】
本発明によれば，高周波電力増幅器モジュールの高周波特性をより向上させることができ
、これに伴い電力増幅器モジュールの小型化，またこれを用いた携帯電話端末の小型・薄
型化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１の２段電力増幅器モジュールの要部平面図である。
【図２】本発明の実施例１の２段電力増幅器モジュールの等価回路図である。
【図３】本発明の実施例１の２段電力増幅器モジュールの外観構成を示す平面図である。
【図４】本発明の実施例１の２段電力増幅器モジュールの要部斜視図である。
【図５】本発明および従来技術の入出力ボンディングワイヤ間の結合係数とボンディング
部間隔の関係を示す図である。
【図６】入出力ボンディングワイヤ間の結合係数と増幅器の安定係数の関係を示す図であ
る。
【図７】本発明の入出力ボンディングワイヤ間の結合係数と角度の関係を示す図である。
【図８】本発明の実施例２の３段電力増幅器モジュールの要部平面図である。
【図９】本発明の実施例３の３段電力増幅器モジュールの要部平面図である。
【図１０】本発明の実施例４の２段電力増幅器モジュールの要部平面図である。
【図１１】従来技術の２段電力増幅器モジュールの平面図である。
【図１２】従来技術の２段電力増幅器モジュールの斜視図である。
【符号の説明】
１…半導体チップ，２…初段トランジスタ，２ａ…トランジスタの本体部分，２ｂ…ボン
ディング用入力電極，２ｃ…ボンディング用出力電極，２ｄ…ソース電極，３…２段目ト
ランジスタ，３ａ…トランジスタの本体部分，３ｂ…ボンディング用入力電極，３ｃ…ボ
ンディング用出力電極，３ｄ…ソース電極，４…接地電極，６…配線基板，７ａ～７ｄ…
配線基板６のボンディング用電極  ，８ａ～８ｄ…リード電極，９ａ…出力ボンディング
ワイヤ，９ｂ…入力ボンディングワイヤ，９ｃ…出力ボンディングワイヤ，９ｄ…入力ボ
ンディングワイヤ，１０ａ，１０ｂ…ボンディング用電極，１２ａ，１２ｂ…ボンディン
グ用電極，１３ａ，１３ｂ…シールド用ボンディングワイヤ，１０１…シリコンチップ，
１０２…初段トランジスタ，１０２ａ…ゲート電極（入力電極），１０２ｂ…ドレイン電
極（出力電極），１０３…２段目トランジスタ，１０３ａ…ゲート電極（入力電極），１
０３ｂ…ドレイン電極（出力電極），１０４…キャビティ，１０５…入力ボンディングワ
イヤ，１０６…出力ボンディングワイヤ，１０７…入力ボンディングワイヤ，１０８…出
力ボンディングワイヤ，１０９…入力ボンディングワイヤ，１１０…出力ボンディングワ
イヤ，１１３…配線基板，１１４…出力段トランジスタ，１１４ａ…ゲート電極（入力電
極），１１４ｂ…ドレイン電極（出力電極），１２１…入力整合回路の端部，１２２…段
間整合回路の端部，１２３…段間整合回路の端部，１２４…出力整合回路の端部，１２５
…入力整合回路，１２６…段間整合回路，１２７…出力整合回路，Ｐｉｎ…高周波信号入
力端子，Ｐｏｕｔ…高周波信号出力端子，Ｖｇｇ…ゲート電圧印加端子，Ｖｄｄ…ドレイ
ン電圧印加端子，２０１…シールド用ボンディングワイヤ，２０２…電極，２０３…バイ
アホール，２０４…シールド配線。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

(11) JP 3667136 B2 2005.7.6



フロントページの続き

(72)発明者  長谷　英一
            東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目２８０番地　　　　　　株式会社日立製作所中央研究所内
(72)発明者  山下　喜市
            東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目２８０番地　　　　　　株式会社日立製作所中央研究所内
(72)発明者  近藤　静雄
            東京都小平市上水本町五丁目２０番１号　　　　　　　株式会社日立製作所半導体事業本部内

    審査官  池渕　立

(56)参考文献  実開昭６０－０３０５３９（ＪＰ，Ｕ）
              特開昭５０－１４７６５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０２７５０７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01L 21/60   301
              H01L 21/60   311
              H03F 3/00-3/72

(12) JP 3667136 B2 2005.7.6


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

